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 要  旨 
 多価イオンと固体表面との相互作用においては、多くの２次電子が放出されることが知られて
いる。例えば 50 価程度の多価イオンであれば、イオン１個あたり 100 個以上もの２次電子が放
出されることが報告されている[1]。また、電子や１価イオンの入射により発生する２次電子のス
ピン状態は、表面におけるスピン状態を反映したものであることが知られているが、多価イオン
の場合には２次電子発生機構がそれらとは本質的に異なり、表面におけるスピン状態と２次電子
のスピン状態との相関は明らかでない。これまで、唯一低価数イオンでの報告例[2]はあるが、10
価以上の高価数イオンの場合には全く調べられた例がない。本研究の目的は、比較的単純な原理
と構造を有する Mott 型電子スピン分析器[3]を製作し、磁性体表面への高価数多価イオン照射に
よる２次電子のスピン状態の観測を行うことで、その相関を系統的に調べることである。 
図 1 に本研究で用いる装置を示す。ニッケルなどの磁性体を磁化させ、その表面にイオンを照
射する。イオン照射により放出される２次電子を捕集レンズにより Mott 型スピン分析器へと導
き、40 keV 程度に加速した後に金薄膜に入射する。金薄膜により弾性散乱される電子はスピン軌
道相互作用により、スピンの向きに応じて左右
非対称な散乱断面積を持つ。左右に設置した検
出器で検出される電子の数をNL,NRとしたとき
の非対称度 A=(NL-NR)/(NL+NR)から偏極度
P=A/S を求めることができる。ここで S はシャ
ーマン関数と呼ばれる装置固有の定数である。 
本論文では、製作した Mott 型スピン分析器
の詳細、評価実験の結果、および評価実験と併
行して進めた 2 次電子放出率の測定結果につい
て報告する。 
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図 1 2 次電子スピン偏極度測定概略図
